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Ge-Sb-Te 合金に代表される相変化材料は市販の書き換え型光デイスクや相変化電気メモリ

(phase change memory, PCM)に用いられ、アモルファス−結晶相変化に伴う光学的・電気的な特性の

変化を利用してデジタルデータの記録を実現している。近年では特に PCM 材料としての研究開

発が盛んに行われているが、より最近ではディスプレイや光導波路の制御、光シナプスといった

フォトニクス材料としての応用も活発化しており、可視・赤外領域[1]やテラヘルツ帯電磁波（THz

波）[2]での応用が重要になりつつある。本研究では、THz波に対して制御が可能な新たな光デバ

イスの実現を目指し、相変化に伴って生じる THz波への応答の変化を評価した。 

100 nm のアモルファス相、cubic 相、及び hexagonal 相の Ge2Sb2Te5相変化材料（GST）薄膜に

対し、THz 波時間領域分光測定を行った。図１にそれぞれのサンプルで測定された透過率スペク

トルを示す。アモルファス相サンプ

ルはテラヘルツ波に対してほぼ透明

であるが、cubic相のサンプルでは透

過率が低下し、さらに hexagonal相で

は大幅に透過率が低下した。また、測

定の周波数範囲内ではおおよそフラ

ットなスペクトル形状を示すことが

明らかとなった。これは、アモルファ

ス相から cubic 相、hexagonal 相へと

相変化が生じるに連れ、キャリアの

濃度や移動度が徐々に向上したため

であると考えられる。周波数に依ら

ないフラットな特性はテラヘルツ波

制御デバイスへの応用に望ましいも

のである。 
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図図１：テラヘルツ領域における異なる結晶構造を有する

GST 相変化材料の透過スペクトル 
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